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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
eine lithographische Vorrichtung und ein Bauteilher-
stellungsverfahren. Genauer bezieht sich die Erfin-
dung auf eine lithographische Vorrichtung mit:

einem Beleuchtungssystem zum Bereitstellen eines
Projektionsstrahls von Strahlung, einer Artikelabstuit-
zeinrichtung zum Abstitzen eines ebenen Artikels,
der in einem Strahlengang des Projektionsstrahls
von Strahlung auf der Artikelabstutzeinrichtung ange-
ordnet werden soll, wobei die Artikelabstutzeinrich-
tung eine Vielzahl abstlitzender Vorspriinge aufweist,
wobei die Vielzahl von Vorspriingen eine Abstltzzo-
ne zum Bereitstellen einer ebenen Abstitzebene bil-
det, und einer Hinterfullungsgaszufihrung, die eine
in der Abstltzzone angeordnete Hinterfillungs-
gas-Abgabezone zum Zuflihren von Hinterflllungs-
gas zu einer Riickseite des Artikels aufweist, wenn
dieser durch die Artikelabstitzeinrichtung abgestutzt
wird, um eine verbesserte thermische Leitung zwi-
schen dem Artikel und der Artikelabstutzeinrichtung
bereitzustellen.

[0002] Eine lithographische Vorrichtung ist eine Ma-
schine, die einen Zielbereich eines Substrats mit ei-
nem gewlnschten Muster versieht. Lithographische
Vorrichtungen kénnen zum Beispiel bei der Herstel-
lung integrierter Schaltkreise (ICs) verwendet wer-
den. Unter diesen Umstanden kann ein Strukturie-
rungsmittel, wie etwa eine Maske, verwendet wer-
den, um ein Schaltungsmuster zu erzeugen, dass ei-
ner einzelnen Schicht des ICs entspricht, und dieses
Muster kann auf einen Zielbereich (z.B. einen Teil von
einem oder mehreren Chips aufweist) auf einem Sub-
strat (z.B. einem Siliziumwafer) abgebildet werden,
das eine Schicht strahlungsempfindlichen Materials
(Photoresist) hat. Im Allgemeinen wird ein einzelnes
Substrat ein Netzwerk benachbarter Zielbereiche
enthalten, die nacheinander belichtet werden. Be-
kannte lithographische Vorrichtungen umfassen so-
genannte Schrittvorrichtungen (steppers), bei denen
jeder Zielbereich bestrahlt wird, indem ein gesamtes
Muster in einem Durchgang auf den Zielbereich be-
lichtet wird, und sogenannte Abtastvorrichtungen
(scanners), bei denen jeder Zielbereich bestrahit
wird, indem das Muster durch den Projektionsstrahl
in einer gegebenen Richtung (der "Abtast"-Richtung)
abgetastet bzw. Uberstrichen wird, wahrend gleich-
zeitig das Substrat parallel oder anti-parallel zu die-
ser Richtung abgetastet bzw. Gberstrichen wird.

[0003] Bei den herkdmmlichen lithographischen
Projektionsvorrichtungen wird wahrend photolitho-
graphischer Prozesse ein Artikel, wie etwa ein Wafer
oder eine Zwischenschablone, auf einer Artikelabst-
Utzeinrichtung durch eine Festspann- bzw. Haltekraft
festgespannt bzw. festgehalten, die von Vakuum-
druckkraften, elektrostatischen Kréaften, intermolaku-
laren Bindungskraften oder bloRer Gravitationskraft

reichen kann. Die Artikelabstltzeinrichtung definiert
eine Ebene in der Form einer Vielzahl von Vorsprun-
gen, die eine gleichfdrmige ebene Oberflache bilden,
auf der der Wafer oder die Zwischenschablone ge-
halten wird. Kleine Variationen in der Hohe dieser
Vorspriunge sind fur die Bildaufldsung schadlich, da
eine kleine Lageabweichung des Artikels von einer
idealen Ebenenorientierung eine Drehung des Wa-
fers und einen resultierenden Uberlagerungsfehler
aufgrund dieser Drehung zur Folge haben kann. Dar-
Uber hinaus kénnen derartige Hohenvariationen der
Artikelabstitzeinrichtung eine Hohenvariation des
Artikels zur Folge haben, der dadurch abgestutzt
wird. Wahrend des lithographischen Prozesses kon-
nen derartige Hohenvariationen die Bildauflésung
aufgrund einer begrenzten Brennweite des Projekti-
onssystems beeinflussen. Daher ist es dul3erst kri-
tisch, eine ideal ebene Artikelabstitzeinrichtung zu
haben.

[0004] Die Europaische Patentanmeldung EP
0947884 beschreibt eine lithographische Vorrichtung
mit einem Substrathalter, bei dem Vorspriinge ange-
ordnet sind, um die Ebenheit des Substrats zu ver-
bessern. Diese Vorspriinge haben einen allgemeinen
Durchmesser von 0,5 mm und befinden sich allge-
mein in einem Abstand von 3 mm voneinander ent-
fernt und bilden dadurch ein Bett von Abstlitzelemen-
ten, die das Substrat abstitzen. Die H6he der Vor-
springe liegt in dem Bereich von 1 ym bis 15 pm.
Aufgrund der relativ groRen Zwischenraume zwi-
schen den Vorspriingen bilden moéglicherweise vor-
handene Verunreinigungen allgemein kein Hindernis
fur die Ebenheit des Substrats, da diese zwischen
den Vorspringen liegen werden und das Substrat
nicht lokal anheben werden.

[0005] Im Kontext dieser Anmeldung kann der "Arti-
kel" jeder der oben erwahnten Begriffe Wafer, Zwi-
schenschablone, Maske oder Substrat sein, genauer
Begriffe wie etwa
— ein Substrat, das in Herstellungsvorrichtungen
verarbeitet werden soll, die lithographische Pro-
jektionsverfahren einsetzen, oder
— eine lithographische Projektionsmaske oder
Maskenschablone in einer lithographischen Pro-
jektionsvorrichtung, einer Maskenhandhabungs-
vorrichtung, wie etwa einer Maskeninspektions-
oder -reinigungsvorrichtung, oder einer Masken-
herstellungsvorrichtung oder jeder andere Artikel
oder jedes andere optische Element, der bzw. das
in dem Lichtweg des Strahlungssystems einge-
spannt ist bzw. festgehalten wird.

[0006] Bei lithographischer Verarbeitung kann das
Durchleiten des Projektionsstrahls durch Gaszusam-
mensetzungen, die zwischen dem Beleuchtungssys-
tem und den zu beleuchtenden Artikeln vorhanden
sind, insbesondere nicht-homogene Gaszusammen-
setzungen, unerwinschte Effekte, wie etwa Beu-
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gung, Brechung und Absorptionen, verursachen.
Diese Effekte kdnnen einen nachteiligen Effekt auf
die Beleuchtungsqualitat haben, insbesondere auf
eine erforderliche Auflésung, die fir die standig an-
steigenden Anforderungen bei der Abbildungs- bzw.
Belichtungsleistung erreicht werden sollen. Daher ar-
beitet eine neue Lithographiegeneration, die EUV-Li-
thographie, die einen Projektionsstrahl in dem Be-
reich extremen Ultravioletts (Extreme Ultra Violet)
verwendet, bei "nahezu" Vakuumbedingungen, um
zu ermdglichen, dass der Projektionsstrahl von
Strahlung im Wesentlichen ungehindert zu dem in
dem Strahl anzuordnenden Artikel gelangt. In diesem
Zusammenhang ist der Begriff Vakuumdruck relativ
zu bestimmten Gasen, die sich in der Umgebung be-
finden. Zum Beispiel ist fur Kohlenwasserstoffe und
Wasser der zulassige Hintergrunddruck sehr niedrig,
in der GréRenordnung von 107° bis 1072 mbar. Fiir in-
erte Gase sind die Anforderungen weniger streng.
Fir Argon liegt ein zulassiger Hintergrunddruck zum
Beispiel in einem Bereich von 10 mbar bis 107
mbar, insbesondere bei einem Druck von 10~ mbar.
Auflerdem kann sich der relative Hintergrunddruck in
Abhangigkeit von der Umgebung der Vorrichtung ver-
andern. Wenn zum Beispiel die Artikelabstutzeinrich-
tung in der Umgebung einer Waferabstitzeinrichtung
arbeitet, kdnnen die Vakuumanforderungen fur be-
stimmte Komponenten weniger streng als in der Um-
gebung sein, in der die Artikelabstitzeinrichtung als
eine Zwischenschablonen-Abstutzeinrichtung fun-
giert. Das heif}t, dass sich die Partialdriicke fiur Ver-
unreinigungen (wie etwa CxHy und H,O) zwischen
Optikkammer  (einschlieBlich  Zwischenschablo-
nen-Abstutzeinrichtung) und Waferkammer um einen
Faktor 100 unterscheiden kénnen und viel geringer
als der Gesamtdruck sind (typische Zahlen sind 10~°
bis 1072 mbar).

[0007] Diese Vakuumtechnologie stellt Herausfor-
derungen in Hinblick auf die Temperatursteuerung
bzw. -regelung dar. Fur die Artikelabstitzeinrichtung
macht nur ein sehr kleiner Teil (in einem Bereich von
0,1 bis 3 der Gesamtflache) der Unterseite des Arti-
kels tatsachlich einen physikalischen Kontakt mit der
Artikelabstitzeinrichtung, wenn er durch sie abge-
stutzt wird, da die Vorspringe geformt sind, um nur
eine sehr kleine Kontaktflache bereitzustellen, und
die Vorspriinge ferner relativ weit voneinander beab-
standet angeordnet sind. In den Vakuumdruckberei-
chen, die verwendet werden, ist die thermische Leit-
fahigkeit im Wesentlichen proportional zum Druck,
was bedeutet, dass die thermische Energie, die von
dem Artikel absorbiert wird, wenn er in dem Projekti-
onsstrahl angeordnet ist, nicht mehr angemessen ab-
geleitet werden kann, so dass eine unerwulnschte
thermische Erwarmung der Artikelabstitzeinrichtun-
gen zu thermischer Expansion und resultierenden
Projektionsungenauigkeiten oder moglicherweise so-
gar zu dem Verlust des Artikels fuhrt. Um dieses Pro-
blem zu tGberwinden wird gewdhnlich von einem so-

genannten Hinterfillungsgas Gebrauch gemacht,
das eine thermische Leitung von dem Artikel zu der
Artikelabstitzeinrichtung bietet, um die von dem Arti-
kel absorbierte thermische Energie abzuleiten. Na-
tirlich wird die Artikelabstitzeinrichtung ferner falls
notwendig mit Kihlmitteln ausgestattet sein, wie
etwa Kuhlleitungen mit Kihimedien usw. Um jedoch
das Hinterfillungsgas auf die Unterseite des Artikels
zu beschranken, stellt der herkdmmliche Ansatz ei-
nen sogenannten "harten vorspringenden Rand" be-
reit, der eine Begrenzungswand ist, die das Hinterfll-
lungsgas im Wesentlichen von dem Vakuum abdich-
tet, indem sie eine Gasdichtung zwischen der Unter-
seite des Artikels und der Oberseite der Artikelabst-
Utzeinrichtung bildet.

[0008] Es hat sich jedoch herausgestellt, dass ein
derartiger harter vorspringender Rand im Hinblick auf
die Beleuchtungsleistung Probleme verursacht. Das
Vorhandensein eines vorspringenden Abdichtungs-
rands stellt eine zusatzliche Abstlitzung zum Tragen
des Artikels bereit. Eine derartige zusatzliche Abstut-
zung stort die Drucklast des Artikels, was ein lokales
Biegen des Artikels verursachen kann. Ein derartiges
Biegen fuhrt eine Drehung der Artikeloberflache ein,
die Uberlagerungseffekte verursachen kann, die un-
erwlinscht sind. AuBerdem stellt ein derartiger vor-
springender Dichtungsrand nahezu eine Verdoppe-
lung der Erhéhung der Kontaktflache zwischen dem
Artikel und der Artikelabstitzeinrichtung bereit. Dies
ist unerwilinscht, da ein Ziel darin besteht, eine derar-
tige Kontaktflache zu minimieren, um zu verhindern,
dass Verunreinigungspartikel zwischen die Kontakt-
zonen kommen, was Unebenheit der Abstiitzung und
entsprechende Biegeprobleme des Artikels erzeugt.

[0009] AuRerdem bildet das Vorhandensein eines
derartigen harten vorspringenden Randes einen defi-
nitiven aulleren Bereich des Artikels, in dem kein Hin-
terfillungsgas vorhanden ist, um thermische Leitfa-
higkeit bereitzustellen. Dies kann weitere Probleme
im Hinblick auf eine lokale Uberhitzung oder uner-
wiinschte Temperaturgradienten in dem Artikel verur-
sachen.

[0010] Die Erfindung hat es als ein Ziel, eine litho-
graphische Vorrichtung bereitzustellen, bei der die
oben erwahnten Probleme Uberwunden sind und bei
der eine Hinterflllungsgaszufuhr vorgesehen ist, die
nicht an den oben erwahnten Nachteilen leidet.

[0011] Dieses Ziel wird durch eine lithographische
Vorrichtung gemaR den Merkmalen des Anspruchs 1
erreicht.

[0012] EP 09859976, die als der nachstliegende
Stand der Technik flir den Gegenstand des An-
spruchs 1 angesehen wird, offenbart eine lithographi-
sche EUV-Abtastvorrichtung, die eine bewegbare Ar-
tikelabstitzeinrichtung zum Abstilitzen eines ebenen
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Artikels und eine elektrostatische Befestigungsein-
richtung aufweist. Darlber hinaus offenbart US
2002/0159217 eine Abstutzeinrichtung mit einer Viel-
zahl von Vorspriingen, die eine Abstitzzone bilden,
und die ferner Hinterfullungsgas-Abgabezonen auf-
weist, die in der Abstltzzone angeordnet sind und in
der Nahe des Randes der Abstutzzone bzw. zentral
relativ zu der Abstitzzone angeordnet sind, wobei die
Gasabgabezonen durch Gasstromungskanale, die in
der Artikelabstitzeinrichtung vergraben sind, oder of-
fene Rinnen verbunden sind, die an vorbestimmten
Positionen in der Abstitzeinrichtung in der abstit-
zenden Zone angeordnet sind. Die Hinterflllungs-
gas-Abgabezonen, die in US 2002/0159217 offen-
bart sind, sind jedoch Teil eines Heizsystems, das an-
geordnet ist, um Wafer auf ungefahr 350°C zu erwar-
men. Die Hinterflllungsgas-Durchflussrate, die not-
wendig ist, um den Strahlungswarmeverlust von dem
Wafer auszugleichen, ist derart, dass die Abstutzein-
richtung in einem anderen StrOmungsregime als
EUV-Lithographie arbeitet. Eine ahnliche Abstutzein-
richtung ist in EP 1 119 040 A offenbart. US
2003/0127605 A offenbart eine abtastende Lithogra-
phievorrichtung, die eine Vakuumbefestigungsein-
richtung aufweist (Eig. 2). Die Vakuumbefestigungs-
einrichtung weist Gasabgabezonen auf, die durch
Kanéle (88) verbunden sind, die in der Befestigungs-
einrichtung vergraben sind. Auch wenn US
2003/0127605 A offenbart (Absatz 0208), dass
EUV-Licht verwendet werden kann, kann dies nicht
als eine nacharbeitbare Offenbarung angesehen
werden, weil der Umgebungsdruck einer EUV-Vor-
richtung kein geeignetes Vakuumfestspannen bzw.
-festhalten zulassen wurde.

[0013] In einer photolithographischen Vorrichtung,
die eine Artikelabstiitzeinrichtung aufweist, bei der
die Hinterfillungsgas-Abgabezone die Abstiitzzone
im Wesentlichen umschliel3t, ist eine Hinterfillungs-
gas-Abgabeeinrichtung vorgesehen, bei der ausge-
wahlte Positionen, bevorzugt entlang aller Positionen
entlang eines Randes des Abstltzbereichs, auf einen
vorbestimmten Hinterflllungsgasdruck gebracht wer-
den. Die resultierende Hinterflllungsgasstrémung
wird in einem stationaren Zustand den umschlosse-
nen Bereich gefillt haben und auf diese Weise einen
im Wesentlichen konstanten Hinterfiillungsgasdruck
in dem Bereich bereitstellen, was in gleichférmigen
thermischen Leitfahigkeitseigenschaften in dem Be-
reich resultiert. Bevorzugt hat die Abgabezone in Be-
zug auf einen Gasstromungswiderstand zwischen
dem Artikel und der Artikelabstutzeinrichtung einen
verringerten Gasstromungswiderstand. Zum Beispiel
kann nicht nur ein Gaszufiihrungskanal in Richtung
auf die Abgabezone, sondern kdnnen auch die Gas-
zufiihrungsbereiche, die die Abgabedffnung der Gas-
zufiihrungskanale umgeben und eine Gasabgabezo-
ne bilden, ausgestaltet sein, um einen verringerten
Strdmungswiderstand zu haben, was eine kurze
Wartezeit zur Folge hat, in der das Hinterfillungsgas

die Riickseite des Artikels fillt. Ferner kann die Abga-
bezone bevorzugt durch eine konzentrische Gaszu-
fuhrrinne bzw. -vertiefung gebildet werden. Insbeson-
dere kann die Abgabezone fiir einen kreisférmigen
Abstutzbereich durch eine ringférmige Vertiefung
dicht an dem Rand des Abstitzbereichs gebildet wer-
den. Die ringférmige Vertiefung bildet eine Rinne, die
durch den Artikel begrenzt wird, wenn er von der Ar-
tikelabstitzeinrichtung abgestuitzt wird.

[0014] Alternativ oder in Kombination damit kann
die Abgabezone eine Vielzahl voneinander beab-
standeter Gaszuflihrungen aufweisen. Genauer kon-
nen die voneinander beabstandeten Gaszufuhrun-
gen durch Gaskanal6ffnungen gebildet werden, die
ein regelmafiges konzentrisches Muster bilden, das
dicht an dem Rand des Abstitzbereichs angeordnet
ist.

[0015] Ferner erstreckt sich allgemein in Konfigura-
tionen mit hartem vorspringenden Rand der Artikel
Uber den harten vorspringenden Rand hinaus. Daher
wird in derartigen Konfigurationen in einer Randzone
des Artikels aufgrund des Fehlens von Hinterfil-
lungsgas keine thermische Leitfahigkeit bereitge-
stellt. In der Ausgestaltung gemaR der Erfindung wird
sogar in der Zone verringerten Hinterflllungsgasdru-
ckes aullerhalb des umschlossenen Bereiches eine
thermische Leitfahigkeit bereitgestellt, die eine ver-
besserte thermische Leitfahigkeit in der Randzone
des Artikels bereitstellt.

[0016] Es kann sein, dass die Abstitzzone nicht
durch eine Dichtung mit hartem vorspringenden
Rand begrenzt ist oder tiberhaupt nicht durch einen
Begrenzungswand begrenzt ist. Da die Abgabezone
in der Nahe des Randes der Abstiitzzone angeordnet
ist, fallt der Hinterfiillungsdruck in nur einem sehr klei-
nen Bruchteil der Abstiitzzone auf schlieRlich die (Va-
kuum-) Bedingungen ab, die in der lithographischen
Vorrichtung vorliegen. Somit folgt, dass die Dich-
tungsanordnung weggelassen werden kann, was in
besseren Ausrichtungseigenschaften der Artikelabst-
Utzeinrichtung resultiert. In manchen Ausgestaltun-
gen kann es vorteilhaft sein, irgendeine Art von Dich-
tung zu haben, insbesondere eine "Nicht-Kon-
takt"-Dichtung oder "undichte" Dichtung, die einen er-
hoéhten Strémungswiderstand bildet, um die Gasstro-
mung zu begrenzen und den Gasdruck in der Nahe
des Randes des Artikels zu erhdhen. Daher ist die
Abstutzzone bevorzugt durch eine Begrenzungs-
wand begrenzt, die eine Berenzungswandhdhe defi-
niert, die unterhalb der Ebene der Abstitzeinrichtung
liegt. Dies funktioniert insbesondere gut, wenn das
Hinterflllungsgas ein inertes Gas ist, wie etwa Argon.
Fir diese Art von Gasen ist der zuldssige Hinter-
grunddruck der Vakuumumgebung relativ grof3, und
eine Ausstromrate von weniger als 1 mbar-l/s, insbe-
sondere 0,15 mbar-l/s, ist fir Argon als ein Hinterful-
lungsgas in Abhangigkeit von der relativen Position
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der Artikelabstutzeinrichtung akzeptabel. In Abwe-
senheit einer dichtenden Begrenzung wurde die Aus-
stromrate zu 0,12 mbar-l/s berechnet, was sich als in-
nerhalb der oben angegebenen oberen Grenze lie-
gend herausstellte. Die berechnete Ausstromrate
war 3 x 107 mbar-l/s, was weit innerhalb der obigen
maximalen Spezifikation ist. Diese Werte sind fir ei-
nen angewendeten Hintergrunddruck von 1 x 107
mbar. Wenn der Hintergrunddruck der Vakuumumge-
bung niedriger ist, wird die Ausstromrate entspre-
chend erniedrigt. Eine Rinne kann unmittelbar be-
nachbart zu der Begrenzungswand vorhanden sein.
Ein derartiges erhdhtes Volumen flir das Hinterfil-
lungsgas in der Nahe der dichtenden Begrenzung
kann einen erhdéhten Stréomungswiderstand in dem
molekularen Strémungsregime bilden.

[0017] Die Hinterflllungsgasausgestaltung der Er-
findung wird in einer lithographischen Vorrichtung
verwendet, die ein Vakuumpumpensystem zum Be-
reitstellen eines Vakuumdrucks zum Betrieb der litho-
graphischen Vorrichtung unter Vakuumdruckbedin-
gungen aufweist, wobei die Vakuumpumpe arbeitet,
um Hinterfullungsgas zu beseitigen, das von der
Ruckseite des Artikels stromt.

[0018] In einer derartigen Ausgestaltung wird die
Vakuumpumpe, insbesondere eine Vakuum-Turbo-
pumpe, einfach betrieben, um das ausstrémende
Hinterfullungsgas zu entfernen. Eine derartige Ent-
fernung wird effizient durchgefuhrt, wenn das Vaku-
umpumpensystem eine Absaugzone aufweist, die
die Abstutzzone umschlief3t. In einem derartigen Fall
kénnen entweichende Hinterfullungsgaspartikel un-
mittelbar eingefangen werden, bevor sie den Be-
leuchtungsprozess maoglicherweise nachteilig beein-
flussen.

[0019] Auch wenn in diesem Text speziell auf die
Verwendung von lithographischen Vorrichtungen bei
der Herstellung von ICs Bezug genommen werden
kann, ist darauf hinzuweisen, dass die hierin be-
schriebene lithographische Vorrichtung andere An-
wendungen haben kann, wie etwa die Herstellung in-
tegrierter optischer Systeme, Fuhrungs- und Detekti-
onsmuster fir magnetische Domanenspeicher, Flis-
sigkristallanzeigen (LCDs), Dinnfilmmagnetkopfe
usw. Der Fachmann wird erkennen, dass in dem Kon-
text derartiger alternativer Anwendungen jede Ver-
wendung der Begriffe "Wafer" oder "Chip" hierin als
synonym mit den allgemeineren Begriffen "Substrat"
bzw. "Zielbereich" angesehen werden kann. Das
Substrat, auf das hierin Bezug genommen wird, kann
vor oder nach der Belichtung in zum Beispiel einer
Spur (track, einem Werkzeug, das typischerweise
eine Schicht Photoresist auf ein Substrat aufbringt
und das belichtete Photoresist entwickelt) oder ei-
nem Metrologie- oder Prifwerkzeug verarbeitet wer-
den. Wo es anwendbar ist, kann die Offenbarung
hierin auf derartige und andere Substratverarbei-

tungswerkzeuge angewendet werden. Ferner kann
das Substrat mehr als einmal verarbeitet werden,
zum Beispiel um einen Mehrschicht-IC zu erzeugen,
so dass der hierin verwendete Begriff Substrat auch
ein Substrat bezeichnen kann, das bereits mehrere
bearbeitete Schichten enthalt.

[0020] Die Begriffe "Strahlung" und "Strahl", die
hierin verwendet werden, umfassen extreme ultravio-
lette (extreme ultraviolet, EUV) Strahlung (z.B. mit ei-
ner Wellenlange in dem Bereich von 5 bis 20 nm).

[0021] Der hierin verwendete Begriff "Strukturie-
rungsmittel" bzw. "Strukturierungseinrichtung" sollte
breit so interpretiert werden, dass er Mittel bzw. Ein-
richtungen bezeichnet, die verwendet werden kon-
nen, um einen Projektionsstrahl mit einem Muster
bzw. einer Struktur in seinem Querschnitt zu verse-
hen, um ein Muster bzw. eine Struktur in einem Ziel-
bereich des Substrats zu erzeugen. Es ist darauf hin-
zuweisen, dass es sein kann, dass das Muster, mit
dem der Projektionsstreifen versehen ist, nicht genau
dem gewilnschten Muster in dem Zielbereich des
Substrats entspricht. Im Allgemeinen entspricht das
Muster, mit dem der Projektionsstrahl versehen ist,
einer bestimmten funktionellen Schicht in einem Bau-
element, das in dem Zielbereich erzeugt wird, wie
etwa einer integrierten Schaltung.

[0022] Strukturierungsmittel koénnen transmissiv
oder reflektiv sein. Beispiele von Strukturierungsmit-
teln bzw. -einrichtungen umfassen Masken, program-
mierbare Speicheranordnungen und programmierba-
re LCD-Bildschirme. Masken sind in der Lithographie
wohl bekannt und umfassen Maskentypen wie etwa
binare Maskentypen, alternierende Phasen-(alterna-
ting Phase-shift) und Halbtonphasenmaskentypen
(attenuated Phase-shift) sowie verschiedene hybride
Maskentypen. Ein Beispiel einer programmierbaren
Spiegelanordnung verwendet eine Matrixanordnung
kleiner Spiegel, von denen jeder einzeln geneigt bzw.
gekippt werden kann, um einen ankommenden
Strahlungsstrahl in verschiedene Richtungen zu re-
flektieren. Auf diese Weise wird der reflektierte Strahl
strukturiert bzw. mit einem Muster versehen. In jedem
Beispiel von Strukturierungsmitteln kann die Abstitz-
konstruktion zum Beispiel ein Rahmen oder Tisch
sein, der nach Bedarf stationar oder bewegbar sein
kann und der gewahrleisten kann, dass sich das
Strukturierungsmittel bzw. die Strukturierungseinrich-
tungen, zum Beispiel in Bezug auf das Projektions-
system, in einer gewiinschten Position befindet. Jede
Verwendung der Begriffe "Zwischenschablone" oder
"Maske" hierin kann als synonym mit dem allgemei-
neren Begriff "Strukturierungsmittel" bzw. "Strukturie-
rungseinrichtung" angesehen werden.

[0023] Der hierin verwendete Begriff "Projektions-
system" sollte so interpretiert werden, dass er reflek-
tive optische Systeme umfasst. Jede Verwendung
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des Begriffs "Linse" hierin kann als synonym mit dem
allgemeineren Begriff "Projektionssystem" angese-
hen werden.

[0024] Das Beleuchtungssystem kann verschiede-
ne Typen reflektiver optischer Komponenten zum
Ausrichten, Formen oder Steuern des Projektions-
strahls von Strahlung umfassen, und derartige Kom-
ponenten kénnen unten auch kollektiv oder einzeln
als eine "Linse" bezeichnet werden.

[0025] Die lithographische Vorrichtung kann von ei-
ner Art mit zwei (zweistufig) oder mehr Substratti-
schen (und/oder zwei oder mehr Maskentischen)
sein. In derartigen "mehrstufigen" Maschinen kénnen
die zusatzlichen Tische parallel verwendet werden,
oder vorbereitende Schritte kdbnnen an einem oder
mehreren Tischen durchgefiihrt werden, wahrend ei-
ner oder mehrere andere Tische zur Belichtung ver-
wendet werden.

[0026] Nun werden Ausflihrungsformen der Erfin-
dung lediglich beispielhaft unter Bezugnahme auf die
beigefugten schematischen Zeichnungen beschrie-
ben, in denen entsprechende Bezugszeichen ent-
sprechende Teile kennzeichnen und in denen:

[0027] Eia.1 eine lithographische Vorrichtung ge-
mal einer Ausfihrungsform der Erfindung zeigt,

[0028] Fig.2 eine herkdmmliche elektrostatische
Artikelabstitzeinrichtung zeigt,

[0029] Fig.3 ein Beispiel einer Artikelabstitzein-
richtung zeigt, die nicht Teil der Erfindung bildet,

[0030] Fig. 4 ein weiteres Beispiel der Artikelabstit-
zeinrichtung zeigt, die nicht Teil der Erfindung bildet,

[0031] FEig. 5 eine Ausfihrungsform der Artikelabst-
Utzeinrichtung gemaf der Erfindung zeigt,

[0032] Fig. 6 eine Seitenansicht der Artikelabstitz-
einrichtung geman Eig. 5 entlang der Linie X-X zeigt
und

[0033] Fig. 7 eine berechnete Ausstromrate in Ab-
hangigkeit von der Geometrie der Begrenzungswand
darstellt.

AUSFUHRUNGSFORMEN

[0034] Fig.1 zeigt schematisch eine lithographi-
sche Vorrichtung geman einer bestimmten Ausfih-
rungsform der Erfindung. Die Vorrichtung weist auf:
— ein Beleuchtungssystem (Beleuchtungseinrich-
tung) IL zum Bereitstellen eines Projektionsstrahls
PB von Strahlung (EUV-Strahlung),
— eine erste Abstutzkonstruktion (z.B. einen Mas-
kentisch) MT, die zum Abstultzen einer Strukturie-

rungseinrichtung (z.B. einer Maske) MA vorgese-
hen ist und mit einer ersten Positionierungsein-
richtung PM zur genauen Positionierung der
Strukturierungseinrichtung in Bezug auf ein Ob-
jekt PL verbunden ist,

— einen Substrattisch (z.B. einen Wafertisch) WT,
der zum Halten eines Substrats (z.B. eines photo-
resistbeschichteten Wafers) W vorgesehen ist
und mit einer zweiten Positionierungseinrichtung
PW zur genauen Positionierung des Substrats in
Bezug auf das Objekt PL verbunden ist, und

— ein Projektionssystem (eine reflektive Projekti-
onslinse) PL zum Abbilden eines Musters, mit
dem der Projektionsstrahl PB durch die Strukturie-
rungseinrichtung MA versehen wurde, auf einen
Zielbereich C (der z.B. einen oder mehrere Chips
aufweist) des Substrats W.

[0035] Wie hier gezeigt ist, ist die Vorrichtung von
einem reflektiven Typ (die z.B. eine reflektive Maske
oder eine programmierbare Spiegelanordnung von
einem Typ einsetzt, wie er oben beschrieben wurde).

[0036] Die Beleuchtungseinrichtung IL empfangt ei-
nen Strahl von Strahlung von einer Strahlungsquelle
SO. Die Quelle und die lithographische Vorrichtung
kénnen separate Gegenstande bzw. Einheiten sein,
zum Beispiel dann, wenn die Quelle eine Plasmaent-
ladungsquelle ist. In derartigen Fallen wird die Quelle
nicht als einen Teil der lithographischen Vorrichtung
bildend angesehen, und der Strahlungsstrahl wird all-
gemein mit der Hilfe eines Strahlungssammlers, der
zum Beispiel geeignete Sammelspiegel und/oder ei-
nen Spektralreinheitsfilter (spectral purity filter) auf-
weist, von der Quelle SO zu der Beleuchtungseinrich-
tung IL geleitet. In anderen Fallen kann die Quelle ein
integraler Teil der Vorrichtung sein, zum Beispiel
dann, wenn die Quelle eine Quecksilberlampe ist. Die
Quelle SO und die Beleuchtungseinrichtung IL kon-
nen als ein Strahlungssystem bezeichnet werden.

[0037] Die Beleuchtungseinrichtung IL kann eine
Einstelleinrichtung zum Einstellen der Winkelintensi-
tatsverteilung des Strahls aufweisen. Im Allgemeinen
kann zumindest die dufRere und/oder die innere radi-
ale Ausdehnung (allgemein als g-aufen bzw. g-in-
nen bezeichnet) der Intensitatsverteilung in einer Pu-
pillenebene der Beleuchtungseinrichtung eingestellt
werden. Die Beleuchtungseinrichtung stellt einen
konditionierten Strahl von Strahlung bereit, der als
Projektionsstrahls PB bezeichnet wird und eine ge-
wilinschte Gleichférmigkeit und Intensitatsverteilung
in seinem Querschnitt hat.

[0038] Der Projektionsstrahl PB fallt auf die Maske
MA ein, die auf dem Maskentisch MT gehalten wird.
Von der Maske MA reflektiert gelangt der Projektions-
strahl PB durch die Linse PL, die den Strahl auf einen
Zielbereich C auf dem Substrat W fokussiert. Mit der
Hilfe der zweiten Positionierungseinrichtung PW und
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des Positionssensors IF2 (z.B. einer interferometri-
schen Vorrichtung) kann der Substrattisch WT prazi-
se bewegt werden, um z.B. verschiedene Zielberei-
che C in dem Weg des Strahls PB zu positionieren. In
ahnlicher Weise kdnnen die erste Positionierungsein-
richtung PM und der Positionssensor IF1 verwendet
werden, um die Maske MA préazise in Bezug auf den
Weg des Strahls PB zu positionieren, z.B. nach me-
chanischer Abholung aus einer Maskenbibliothek
oder wahrend einer Abtastung. Im Allgemeinen wird
die Bewegung der Objekttische MT und WT mit der
Hilfe eines langhubigen Moduls (Grobpositionierung)
und eines kurzhubigen Moduls (Feinpositionierung)
realisiert, die einen Teil der Positionierungseinrich-
tungen PM und PW bilden. Die Maske MA und das
Substrat W kénnen unter Verwendung von Masken-
ausrichtungsmarkierungen M1, M2 und Substrataus-
richtungsmarkierungen P1, P2 ausgerichtet werden.

[0039] Die gezeigte Vorrichtung kann in den folgen-

den Betriebsarten verwendet werden:
1. In einer Abtastbetriebsart werden der Masken-
tisch MT und der Substrattisch WT synchron ab-
getastet bzw. Uberstrichen, wahrend ein Muster,
mit dem der Projektionsstrahl versehen ist, auf ei-
nen Zielbereich C projiziert wird (d.h. eine einzel-
ne dynamische Belichtung). Die Geschwindigkeit
und Richtung des Substrattisches WT in Bezug
auf den Maskentisch MT wird durch die VergréRe-
rungs-(Verkleinerungs-) und Bildumkehreigen-
schaften des Projektionssystems PL bestimmt. In
der Abtastbetriebsart begrenzt die maximale Groé-
Re des Belichtungsfeldes die Breite (in der
Nicht-Abtastrichtung) des Zielbereichs in einer
einzelnen dynamischen Belichtung, wahrend die
Lange der Abtastbewegung die Héhe (in der Ab-
tastrichtung) des Zielbereichs bestimmt.
2. In einer anderen Betriebsart wird der Masken-
tisch MT eine programmierbare Strukturierungs-
einrichtung haltend im Wesentlichen stationar ge-
halten, und der Substrattisch WT wird bewegt
oder abgetastet bzw. Uberstrichen, wahrend ein
Muster, mit dem der Projektionsstrahl versehen
ist, auf einen Zielbereich C projiziert wird. In die-
ser Betriebsart wird allgemein eine gepulste
Strahlungsquelle eingesetzt, und die program-
mierbare Strukturierungseinrichtung wird nach
Bedarf nach jeder Bewegung des Substrattisches
WT oder zwischen aufeinanderfolgenden Strah-
lungspulsen wahrend einer Abtastung aktualisiert.
Diese Betriebsart kann leicht auf maskenlose Li-
thographie angewendet werden, die program-
mierbare Strukturierungseinrichtungen verwen-
det, wie etwa eine programmierbare Spiegelan-
ordnung eines Typs, wie er oben beschrieben
wurde.

[0040] Kombinationen und/oder Variationen der
oben beschriebenen Verwendungsarten koénnen
ebenfalls eingesetzt werden.

[0041] Fig. 2 zeigt eine Ausflihrungsform des Stan-
des der Technik einer Artikelabstitzeinrichtung 1. In
dieser Ausfiihrungsform ist die Artikelabstutzeinrich-
tung 1 zum Abstutzen eines Wafers vorgesehen, wird
kurz als Waferabstitztisch bezeichnet und ist im We-
sentlichen kreisférmig in ihrer Form, was fur Wafer-
abstutztische Ublich ist. Die Artikelabstitzeinrichtung
kann jedoch auch von einer anderen Form sein, ins-
besondere einer quadratischen Form. Der Waferab-
stutztisch 1 weist eine Vielzahl von Vorspringen 2
auf, die dimensioniert sind, um eine ebene Abstut-
zungeinrichtung zum Abstitzen eines Wafers (nicht
gezeigt) bereitzustellen. Aus Grinden der Klarheit
sind nur einige wenige Vorspriinge 2 bezeichnet. In
den Zeichnungen sind sie allgemein durch offene
Kreise gekennzeichnet. Die Vorspriinge 2 bilden da-
durch eine Abstutzzone 3. Die Grenze der Abstitzzo-
ne 3 wird durch eine umgebende Wand 4 gebildet,
die eine Dichtung zum EinschlieBen von Hinterfl-
lungsgas (nicht gezeigt) bildet. Die umgebende
Wand 4 ist von derselben Hohe wie die abstitzenden
Vorspringe 2 und bildet dadurch ein abstitzendes
Element, um den Wafer ebenfalls abzustutzen. Diese
Art von Abstitzung wird als eine Dichtung mit "har-
tem vorspringenden Rand" bezeichnet, da die Be-
grenzungswand 4 wahrend des Dichtens den Wafer
physikalisch berGhrt und gegen seine Unterseite
druckt. Dies bewirkt, dass sich der Wafer verformt,
und in die Abstitzung des Wafers wird Unebenheit
eingefihrt, so dass die zu bestrahlende Waferober-
flache nicht perfekt eben ist.

[0042] In dem Waferabstitztisch 1 der Fig. 1 wird
Hinterfullungsgas Uber Gaszufiihrungen 5 eingelei-
tet, die sich an ausgewahlten Positionen befinden,
gewohnlich in der Nahe des Zentrums des Waferab-
stutztisches 1 oder irgendwo leicht auRerhalb des
Zentrums, wie es in Fig. 1 gezeigt ist. Aus Griinden
der Klarheit sind nur einige wenige Zufthrungen 5
bezeichnet, wobei die Zufihrungen in den Zeichnun-
gen allgemein durch geschlossene Kreise oder dicke
Linien gekennzeichnet sind. Wahrend des Fillens
dehnt sich der Hinterflllungsgasdruck von den Posi-
tionen der Zufihrungen 5 aus, was in dem zugehori-
gen entsprechenden Druckdiagramm schematisch
angegeben ist, das schematisch einen Hinterfil-
lungsgasdruck P als eine Beziehung der radialen Po-
sition S von dem Zentrum des Waferabstutztisches
zeigt (beliebige Einheiten). Es ist zu sehen, dass sich
eine glockenférmige Druckkurve | zu einem vollstan-
dig ausgedehnten, im Wesentlichen gleichférmigen
Gasdruck Il in der Abstitzzone 3 ausdehnt, der durch
den vorspringenden Dichtungsrand 4 begrenzt ist.
AuRerhalb des vorspringenden Dichtungsrandes 4
gibt es kein Hinterfullungsgas und dementsprechend
keinen Hinterfillungsgasdruck. Dementsprechend
gibt es in der auleren Zone des Waferabstutztisches
1 keine thermische Leitung, was zu nachteiligen Ef-
fekten, wie etwa lokaler thermischer Ausdehnung,
die fur die Bildauflésung schéadlich ist, und sogar ei-
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ner Verschlechterung des Wafers und/oder des Wa-
ferabstltztisches 1, fuhrt.

[0043] Fig. 3 zeigt ein erstes Beispiel der Artikelab-
stutzeinrichtung 1, das nicht Teil der Erfindung bildet.
Das gezeigte Beispiel ist wieder in Form eines Wafe-
rabstitztisches 1 von einer im Wesentlichen kreisfor-
migen Form vorgesehen. Hier ist die abstitzende
Zone 3 nicht von einer Dichtung mit hartem vorsprin-
genden Rand begrenzt, sondern durch eine undichte
Dichtung 6. Diese undichte Dichtung 6 kann unter der
Voraussetzung sogar fehlen, dass die Stréomungsei-
genschaften des Hinterfullungsgasdrucks in Bezug
auf die Zufuhrpositionen derart sind, dass in der Ge-
genwart des Umgebungsdrucks, der haufig ein Vaku-
umdruck ist, ein ausreichender Druck aufgebaut wer-
den kann. Die Begrenzungsgaszufiihrungen 7 bilden
eine Gasabgabezone, die die Abstitzzone 3 im We-
sentlichen einschlieen, da sie in der Nahe ihres
Randes angeordnet sind. Als ein praktischer Wert
werden die Gasflihrungen 5, um zum Beispiel die Ab-
stitzzone 3 im Wesentlichen zu umschlief3en, in der
Nahe des Randes in einem Abstand von 1 bis 40 %,
bevorzugt von 1 bis 15 % und noch mehr bevorzugt
von 1 bis 5 % entfernt von der Begrenzung 6 in Bezug
auf eine radiale Strecke des Waferabstltztisches 1
angeordnet. Als eine Regel befinden sich die Positio-
nen der Gaszufluhrungen 7 soweit wie moglich an der
Begrenzung 6, ohne die Gaseinstromung zum Zen-
trum des Waferabstutztisches 1 zu sehr oder die
Gasausstréomung von unter dem Wafer zu sehr zu be-
eintrachtigen. Wahrend des Fillens dehnt sich der
Hinterfullungsgasdruck von den Zufiihrungen 7 aus,
was in dem zugehdrigen entsprechenden Druckdia-
gramm schematisch angegeben ist, dass schema-
tisch einen Hinterfiillungsgasdruck P als eine Bezie-
hung der radialen Position S von dem Zentrum des
Waferabstutztisches zeigt (beliebige Einheiten). Da
der Druck in der Nahe der Gaszufiihrungen 7 auf ein
vorbestimmtes Niveau gesteuert bzw. geregelt ist,
wird der Hinterfillungsgasdruck in der Abstitzzone 3
in dem stationaren Zustand ebenfalls auf demselben
vorbestimmten Niveau II' gehalten. In diesem Bei-
spiel dehnt sich die Druckkurve von den Randern der
abstlitzenden Zone zu einer vollen Ausdehnung Uber
die gesamte abstlitzende Zone 3 aus, wie es durch
das Druckniveau I' angegeben ist. Aufgrund der Gas-
ausstromung durch die undichte Dichtungszone 6
fallt der Druck wesentlich weiter weg von dem Zen-
trum auf ein Nullniveau ab, als in der in Fig. 1 gezeig-
ten Ausgestaltung mit harter Dichtung, was eine bes-
sere thermische Leitung in der Randzone des Wafers
bereitstellt. Infolgedessen werden die in Bezug auf
Fig. 1 diskutierten nachteiligen Effekte Gberwunden,
und in der Nahe der Rander des Wafers kann eine
bessere Bildaufldsung bereitgestellt werden.

[0044] Fig. 4 zeigt ein weiteres Beispiel, das nicht
Teil der Erfindung bildet und bei dem zusatzlich zu
den Randzuflhrungen 7 zentrale Zufiihrungen 5 hin-

zugefugt sind. Das Vorhandensein derartiger zentra-
ler Zufihrungen 5 ist dadurch vorteilhaft, dass die
Konfiguration stationdren Zustandes mit Bezug auf
Fig. 3 schneller erreicht wird. Sobald sie erreicht ist,
kann die Gasausstromung in den zentralen Zufih-
rungen 5 abgesperrt werden.

[0045] Fig. 5 zeigt eine Artikelabstitzeinrichtung 1
gemalf einer Ausfiihrungsform der Erfindung, bei der
die Gaszuflhrungen durch Rinnen gebildet werden,
die in vorbestimmten Positionen in der abstitzenden
Zone 3 angeordnet sind. Zumindest eine der Rinnen
umschliel3t die abstitzende Zone im Wesentlichen,
wie es durch die duRere Rinne 8 angegeben ist. Die
Rinnen befinden sich in gaszuflihrender Verbindung
untereinander, wie es durch einen Verbindungskanal
9 angegeben ist. Derartige Kanale kdnnen sich off-
nen, was eine verbindende Rinne 9 bildet. Derartige
Kanale 9 kénnen auch in der Artikelabstltzeinrich-
tung vergraben sein und nur an ihren Enden offene
Verbindungen zu der Hinterfillungsgaszufiihrungs-
zone 8 und einer oder mehreren anderen weiter in-
nen liegenden Zonen 10 bilden. Eine weitere Rinne
11 kann benachbart zu der undichten Begrenzungs-
dichtung 6 vorhanden sein. Eine derartige Rinne 11
kann eine verbesserte Blockierung fir die Ausstro-
mung von Gas durch die Begrenzungsdichtung 6 in
dem molekularen Strémungsregime bilden.

[0046] Fig. 6 zeigt eine schematische Hohenkarte
der Artikelabstitzeinrichtung 1 entlang der Linien
X-X, die in Eig. 5 gezeigt sind. Ein Wafer 12 ist oben
auf den Vorspriingen 2 angeordnet (aus Griinden der
Klarheit mit einem leichten Zwischenraum dazwi-
schen dargestellt). Die Hohe der Vorspringe 2 ist
eine herkdbmmliche Héhe von ungefahr 5 pm, wah-
rend die undichte Dichtung 6 gegenuber dieser Hohe
um einen Betrag von 0,1 bis 5 pm erniedrigt ist. Es ist
darauf hinzuweisen, dass die undichte Dichtung 6 in
einer optimierten Ausgestaltung vollstandig fehlen
kann.

[0047] Zwischen der letzten Reihe 13 und der vor-
letzten Reihe 14 von Vorspriingen 2 ist eine Gaszu-
fuhrungsrinne 9 vorhanden. Zwischen der undichten
Dichtung und der dufReren Reihe 13 ist eine weitere
Rinne 11 vorhanden. Unmittelbar auf3erhalb der Wa-
ferabstutzeinrichtung kann eine Absaugpumpe 15
vorhanden sein, um ausstrémendes Gas einzufan-
gen. Schematisch ist der Stromungsweg eines Gas-
partikels in dem molekularen Strdmungsregime an-
gegeben. Aufgrund des Vorhandenseins der Rinne
11 kann ein erhdhter Widerstand gegeniber einer
Gasausstromung gebildet werden.

[0048] Fig. 7 stellt die Ausstrémraten dar, die in Ab-
hangigkeit von einer bestimmten Geometrie der Be-
grenzungswand fir einen Standardwafer mit einem
Umfang von 942 mm berechnet wurden. Diese Geo-
metrie weist eine Begrenzungswand auf, die eine er-
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niedrigte Dichtung (als "Zwischenraum" angegeben)
von 200, 500, 1000, 2000 und 5000 nm auf. Wie er-
wartet nimmt die AusstrOmrate mit der Zwischen-
raumbreite zu, so dass die untere Linie in dem Dia-
gramm dem untersten Wert entspricht und die obere
Linie in dem Diagramm dem hochsten Wert des Zwi-
schenraums entspricht. Aulerdem liegt die Zwi-
schenraumbreite, die dem Abstand der Begren-
zungswand 6 zu der Gasversorgungszufiihrung 7
entspricht, in einem Bereich von 0,1 mm bis 10 mm.
Es ist gezeigt, dass in den angegebenen Bereichen
die Ausstromrate, die in mbar-l/s ausgedriickt ist, von
0,5 x 10™ bis dicht an 1 variiert. Bevorzugt sollte die
Ausstromrate des Hinterfillungsgases in die Stufen-
kammer weniger als 1 mbar-l/s, mehr bevorzugt we-
niger als 0,1 mbar-l/s, am meisten bevorzugt weniger
als 10° mbar-I/s betragen. Fir ein Zwischenraum von
5 pm und eine Breite von 1 mm betragt die Ausstrom-
rate ungefahr 0,12 mbar-l/s, weit innerhalb der ange-
gebenen maximalen Ausstromrate. Diese Werte sind
fur einen ausgelbten (gesamten) Hintergrunddruck
von 1073 mbar. Wenn der Hintergrunddruck der Vaku-
umumgebung niedriger ist, ist die Ausstromrate ent-
sprechend erniedrigt. AuRerdem sollte die Ausstrom-
rate des Hinterfillungsgases in die Stufenkammer
geringer als 0,01 mbar-l/s, mehr bevorzugt geringer
als 10 mbar-I/s, am meisten bevorzugt weniger als
10" mbar:l/s sein.

[0049] Demzufolge kann der Zwischenraum dann,
wenn die duldere Gasversorgung 7 sich weniger als 1
mm aulerhalb des Randes befindet, bis zu 5 pm be-
tragen. Eine bevorzugte Ausflihrungsform fiir einen
Wafer wies einen Zwischenraum von 500 nm und
eine Breite von 0,5 mm auf, was eine Ausstromrate
von 3 x 10~ mbar-l/s ergibt. Fir eine Zwischenscha-
blonenstufe weist eine derartige Ausfihrungsform
eine Zwischenraumbreite von 2 mm und einen Zwi-
schenraum von 200 nm fiir einen Gesamtumfang von
1136 mm auf.

[0050] Die Erfindung ist unter Bezugnahme auf eine
Artikelabstitzeinrichtung dargestellt worden, die im
Wesentlichen kreisformig ist und die zum Abstitzen
eines durch den Projektionsstrahl zu belichteten Wa-
fers verwendet wird. Es ist jedoch fiir den Fachmann
ersichtlich, dass die Erfindung genauso auf jeden an-
deren Artikel angewendet werden kann, insbesonde-
re auf einen Artikel in der Form einer Zwischenscha-
blone.

[0051] Wahrend oben spezielle Ausfiihrungsformen
der Erfindung beschrieben worden sind, ist ersicht-
lich, dass die Erfindung anders als beschrieben aus-
gefuhrt werden kann. Es ist nicht beabsichtigt, dass
die Beschreibung die Erfindung beschrankt. Die Er-
findung wird durch die Anspriiche definiert.

Patentanspriiche

1. Lithographische EUV-Abtastvorrichtung mit:
— einem Beleuchtungssystem (IL) zum Bereitstellen
eines Projektionsstrahls von Strahlung,
— einer Artikelabstitzeinrichtung (1) zum Abstitzen
eines ebenen Artikels, der in einem Strahlengang des
Projektionsstrahls von Strahlung auf der Artikelabst-
Utzeinrichtung (1) angeordnet werden soll, wobei die
Artikelabstitzeinrichtung (1) eine Vielzahl abstitzen-
der Vorspringe (2) aufweist, wobei die Vielzahl von
Vorspriingen eine Abstltzzone (3) zum Bereitstellen
einer ebenen Abstitzebene bildet,
—einer Hinterflllungsgaszufiihrung (8, 10), die eine in
der Abstlutzzone angeordnete Hinterflllungsgas-Ab-
gabezone aufweist, wobei die Hinterflllungsgas-Ab-
gabezone (8) in der Nahe des Randes der Abstiitzzo-
ne angeordnet ist und eine weitere Hinterfullungs-
gas-Abgabezone (10) zentral im Verhaltnis zu der
Abstltzzone vorgesehen ist, wobei die Hinterfll-
lungsgas-Abgabezone (8), die in der Nahe des Ran-
des der Abstiitzzone angeordnet ist, und die weitere
Hinterflllungsgas-Abgabezone (10), die im Verhalt-
nis zu der Abstiitzzone zentral ist, durch einen Gas-
stromungskanal (9), der in der Artikelabstitzeinrich-
tung (1) vergraben ist, oder eine offene Rinne ver-
bunden sind, die an einer vorbestimmten Position in
der Abstutzeinrichtung in der abstitzenden Zone (3)
angeordnet ist, wobei die Hinterfullungsgas-Abgabe-
zonen zum Zufihren von Hinterflillungsgas zu einer
Ruckseite des Artikels, wenn dieser durch die Arti-
kelabstutzeinrichtung abgestitzt wird, zur Bereitstel-
lung einer verbesserten thermischen Leitung zwi-
schen dem Artikel und der Artikelabstitzeinrichtung
angeordnet sind, und
—wobei ein Vakuumpumpensystem zum Bereitstellen
eines Vakuumdrucks zum Betreiben der lithographi-
schen Vorrichtung unter Vakuumdruckbedingungen
vorgesehen ist, wobei die Vakuumpumpe betrieben
werden kann, um von der Rickseite des Artikels stro-
mendes Hinterflillungsgas zu beseitigen.

2. Lithographische Vorrichtung nach Anspruch 1,
bei der die Abgabezone in der Nahe des Randes der
Abstltzzone im Verhaltnis zu einem Gasstromungs-
widerstand zwischen dem Artikel und der Artikelabst-
Utzeinrichtung einen verringerten Gasstrémungswi-
derstand aufweist.

3. Lithographische Vorrichtung nach Anspruch 1
oder 2, bei der die Abgabezone durch eine konzent-
rische Gaszufiihrrinne gebildet ist.

4. Lithographische Vorrichtung nach einem der
vorhergehenden Anspriiche, bei der die Abstitzzone
durch eine Begrenzungswand begrenzt ist, die eine
Begrenzungswandhdhe definiert, die unter der Ab-
stutzebene liegt.

5. Lithographische Vorrichtung nach Anspruch 4,
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bei der unmittelbar benachbart zu der Begrenzungs-
wand eine Rinne vorhanden ist.

6. Lithographische Vorrichtung nach Anspruch 1,
bei der das Vakuumpumpensystem eine Absaugzone
aufweist, die die Abstutzzone umschliefit.

7. Lithographische Vorrichtung nach einem der
vorhergehenden Anspriiche, bei der die Artikelabst-
Utzeinrichtung eine Abstltzeinrichtung zum Abstit-
zen einer Strukturierungseinrichtung ist, die dazu
dient, den Projektionsstrahl in seinem Querschnitt mit
einem Muster zu versehen.

8. Lithographische Vorrichtung nach einem der
vorhergehenden Anspriche 1 bis 6, bei der die Arti-
kelabstitzeinrichtung ein Substrattisch zum Halten
eines Substrats ist, das durch einen strukturierten
Strahl auf einem Zielbereich des Substrats struktu-
riert werden soll.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Figur 1
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Anhangende Zeichnungen
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Figur 2
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Figur 5

L7
O

7

T

YIS/

15/17



DE 60 2004 008 009 T2 2008.04.30

Figur 6
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Figur 7

Zwischenraumdimensionen gegen Ausstromrate
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